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Інтегральні сенсори температури

Рисунок 1.1 – Сенсор температури на 

ниткоподібному монокристалі напівпровідника

Рисунок 1.2 – Конструкція пристрою для вимірювання 

температури, який містить в собі чутливий р-n 

перехід, корпус і виводи: 1,3 – р-області; 2,4 –

n-області; 5,6 – електричні перемички; 7 – основа;

8 – корпус; 9 – з'єднання р-n-переходів з корпусом за 

допомогою клею; 10,11 – алюмінієві виводи

Рисунок 1.3 – Конструкція пристрою для вимірювання температури, який містить в собі чутливий  

n+-n-р+-перехід, підключений через навантажувальний резистор до джерела струму: 1 – ЧЕ; 

2 – низькоомний шар n+-типу провідності; 3 – високоомний шар n-типу провідності; 4 – низькоомний шар 

р+-типу провідності; 5 – контакти; 6 – навантажувальний опір; 7 – джерело постійного струму; 8 – частотомір

Рисунок 1.10 

Низькотемпературний сенсор: 

1) ЧЕ;

2) золоті струмовиводи;

3) діелектрична підкладка



Електронні сенсори температури

Рисунок 1.14 – Блок-схема 

сенсора температури: 

1 – основний генератор;

2 – додатковий  генератор; 

3 – блок вимірювання 

відношення частот;

4 – терморезистор;

5 – додатковий терморезистор; 

6,7,8 – резистори
Рисунок 1.18 – Схема сенсора 

температури: 1,7 – керуючі джерела 

напруги; 2 – обмежувальний 

резистор; 3,4 – польові тран-

зистори; 5 – індуктивність;

6 – конденсатор

Рисунок 1.20 – Електрична принципова схема сенсора температури:

1,2 – джерело живлення; 3,4 – постійні резистори; 5 – термочутливий елемент; 

6 – змінний резистор; 7 – диференціальний підсилювач; 8 – транзистор-

підігрівач; 9 – вторинний прилад; 10 – вимірювальний резистор

Рисунок 1.22 – Схема сенсора температури: 1 – керуюче 

джерело напруги; 2 – резистор; 3 – конденсатор; 4 –

тунельно-резонансний діод; 5 – індуктивність



Оптичні сенсори температури

Рисунок 1.30 – Сенсор температури на основі арсеніду галію: 

1 – ЧЕ; 2 – графітове покриття; 3 – золоті електричні виводи; 

4 – мідні електричні виводи; 5 – корпус з монокристалічного 

корунду; 6 – отвір з наповнювачем; 7– епоксидний компаунд

Рисунок 1.31 – Оптичний сенсор 

температури: 1 – монохроматичне джерело 

світла; 2 – освітлювач; 3 – біметалічне 

дзеркало; 4 – інтерферометр; 5 – фотоприймач; 

6 – лічильник

Рисунок 1.32 – Оптичний сенсор температури: 1 – світлодіод; 

2 – фотодіод; 3 – світловод; 4 – серцевина світловода; 5 – оболонка 

серцевини світловода; 6 – матеріал; 7 – наповнювач; 

8 – світлозахисна оболонка 



Рисунок 2.1– Електрична схема оптико-

частотного температурного сенсора на основі 

структури з пари біполярних транзисторів 

Рисунок 2.6 – Електрична схема оптико-частотного 

температурного сенсора на основі структури біполярного та 

двозатворного польового МДН транзисторів



Рисунок 2.4 – Теоретична залежність активної 

складової повного комплексного опору від 

напруги живлення для оптико-частотного 

температурного сенсора на основі структури, що 

складається з пари біполярних транзисторів

Рисунок 2.9 – Теоретична залежність 

реактивної складової повного комплексного опору 

від напруги живлення для оптико-частотного 

температурного сенсора на основі структури, що 

складається з пари біполярного та двозатворного

польового МДН транзисторів



Рисунок 2.5 – Теоретична залежність реактивної 

складової повного комплексного опору від напруги 

живлення для оптико-частотного температурного 

сенсора на основі структури, що складається з пари 

біполярних транзисторів

Рисунок 2.10 – Теоретична залежність 

реактивної складової повного комплексного опору 

від напруги живлення для оптико-частотного 

температурного сенсора на основі структури, що 

складається з пари біполярного та двозатворного

польового МДН транзисторів



Рисунок 3.1 – Блок-схема вимірювальної установки



Рисунок 3.2 – ВАХ радіовимірювального 

перетворювача температури на основі структури, що 

складається з пари біполярних транзисторів
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Рисунок 3.3 – ВАХ радіовимірювального 

перетворювача температури на основі структури, що 

складається з пари біполярного та двозатворного польового 

МДН транзисторів 
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Рисунок 3.4 – Експериментальні (при різних напругах 

керування 3 В; 3,5 В; 4 В; 4,5 В; 5 В) залежності активної 

складової повного комплексного опору від напруги 

живлення для радіовимірювального перетворювача 

температури на основі структури, що складається з пари 

біполярних транзисторів
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Рисунок 3.6 – Експериментальні (при різних 

напругах керування 3 В; 3,5 В; 4 В; 4,5 В; 5 В) 

залежності активної складової повного комплексного 

опору від напруги живлення для 

радіовимірювального перетворювача температури на 

основі структури, що складається з пари біполярного 

та двозатворного польового МДН транзисторів
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Рисунок 3.5 – Експериментальні (при різних 

напругах керування 3 В; 3,5 В; 4 В; 4,5 В; 5 В) 

залежності реактивної складової повного 

комплексного опору від напруги живлення для 

радіовимірювального перетворювача температури 

на основі структури, що складається з пари 

біполярних транзисторів
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Рисунок 3.7 – Експериментальні (при різних напругах 

керування 3 В; 3,5 В; 4 В; 4,5 В; 5 В) залежності 

реактивної складової повного комплексного опору від 

напруги живлення для радіовимірювального 

перетворювача температури на основі структури, що 

складається з пари біполярного та двозатворного

польового МДН транзисторів
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Рисунок 3.8 – Експериментальна залежність частоти 

генерації від напруги живлення для радіовимірювального 

перетворювача температури на основі структури, що 

складається з пари біполярних транзисторів
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Рисунок 3.9 – Експериментальна залежність 

частоти генерації від напруги живлення для 

радіовимірювального перетворювача 

температури на основі структури, що 

складається з пари біполярного та 

двозатворного польового МДН транзисторів



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

23 35 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Т,С

f,
 к

Г
ц

3,5 В 4,5 В 5 В

Рисунок 3.10 – Експериментальна залежність частоти 

генерації від температури для радіовимірювального 

перетворювача температури на основі структури, що 

складається з пари біполярних транзисторів
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Рисунок 3.11 – Експериментальна залежність 

частоти генерації від температури для 

радіовимірювального перетворювача 

температури на основі структури, що 

складається з пари біполярного та 

двозатворного польового МДН транзисторів



Рисунок 4.1 – Структурна схема системи для вимірювання 

та контролю температури



Рисунок 4.2 – Електрична принципова схема системи 

вимірювання 

та контролю температури



Рисунок 4.3 – Апроксимована залежність функції 

перетворення РВПТ 



Рисунок 4.4 – Залежність мультиплікативної (а) та 

адитивної (б) 

похибок від температури

а) б) 



ДОПОВІДЬ ЗАВЕРШЕНО, ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


